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背　　景
　銀は、金属中最も抵抗値が低く熱伝導に優れる理想的な電気接続配線材料です。これまでは、融点の高さから高温
高圧を用いない限り半導体の接合や配線はできませんでした。高圧をかけると、脆い半導体は割れる場合が多々あ
り、実用化においては歩留まりの悪さが大きな障害でした。

技術概要
　この課題を解決するために、長年の謎であった銀の低温焼結メカニズムを解明し、そのメカニズムに基づいた
250℃で欠陥が無い完璧な接合を実現しました。情報機器で求められる微細なフリップチップなどの接合においても
柔軟で熱・電気特性に優れた接合を可能にし、車載や自然エネルギー電力機器で必須のパワーエレクトロニクスへの
幅広い展開が期待されています。

特　　長
　銀は、熱伝導率400W/mK、電気抵抗値1.6µΩcmと、金属中の最高の熱・電気特性を有します。これを大気中、
250℃、無加圧で無欠陥の接合を実現する材料とプロセスを実現しました。これによって、今日大きな課題となる
IoT機器やパワー半導体のパッケージ技術に安価でありながら最高の解を与えることが可能になりました。
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応用分野　　　Application

パワーエレクトロニクス
power electronic

目的・期待される効果
●300℃を超える耐熱性
●従来にない低温250℃で完璧な接合を実現
●金属最高の熱伝導

パワー半導体：完璧な銀接合技術
Perfect Ag bonding for power electronics

図 大気中、250℃、無加圧で完璧
　 な接合が可能になる。
右）接合前のAg膜、中央）接合後、
左）SiCをDBCへダイアタッチし  
　  た例。

実用化準備基 礎 実用化
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